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１．概要（Summary） 

半導体集積回路は微細化（スケーリング）によりその性

能向上と消費電力化を両立させてきたが，物理的限界の

ため，チャネル長が 10 nm を切る 2020 年ころには微細

化が終焉を迎えることが予想されている。我々は優れた電

気特性を持つグラフェンやカーボンナノチューブといった

ナノカーボン材料をトランジスタのチャネル材料や配線材

料として用いることにより，微細化に頼らない LSI の性能

向上と低消費電力化を目指している。 
近年，グラフェンと同様の二次元材料である遷移金属

ダイカルゴゲナイド（Transition metal dichalcogenides; 
TMDCs)が注目されてきている。二硫化モリブデン

(MoS2)に代表される TMDCs は，グラフェンと異なりバン

ドギャップを持つとともに，その薄さから短チャネル効果の

小さいトランジスタの実現が期待されている。 
 我々は TMDCs を用いたトランジスタ作製を試みている

が，まず MoS2 の結晶から薄片を基板に転写し，その薄

片の厚みの評価を試みた。 
 
２．実験（Experimental） 
利用した装置 
・ナノサーチ顕微鏡(SPM3) 
・レーザーラマン分光装置(DXR-Raman) 
 
 天然の MoS2 の結晶から，粘着テープを用いた方法で

薄片を剥離し，酸化膜(285 nm)付きシリコン基板に転写

した。転写した基板はアセトン等の有機溶媒でテープ残

渣等を除去した後，ナノサーチ，ラマン分光装置で厚みを

評価した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1(a)は基板に転写した MoS2 の薄片をナノサー

チ顕微鏡で観察したものである。厚みは 1 nm 以下で

あり，MoS2の層間距離が 0.65 nm であることを考え

ると，単層ではないかと考えられる。実際，ラマンスペ

クトルにより単層であることが確かめられた。さらに，この単

層 MoS2を用い，Fig.1 (b)に示すようにバックゲートトラン

ジスタを作製した。 

 
Fig.1 (a) Atomic force microscope image of 
monolayer MoS2. (b) Optical microscope image of a 
transistor with a monolayer MoS2 channel. 
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